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IHT-Kompetenzfeld: 
Photonik 
 

Motivation 
Vor dem Hintergrund neuer Technologien 
kommt dem Nahen Infrarot (NIR) eine 
wachsende Bedeutung in der optischen 
Sensorik zu. Die konventionellen Silizium(Si)-
Sensoren sind für diesen Spektralbereich 
jedoch nicht geeignet, da Si dort transparent 
ist. Ein Ausweg bietet hier das Material 
Germanium (Ge). In der „Ge-on-Si“-Techno-
logie fungiert Ge als optischer Absorber für 
Strahlung im NIR, während das Si als kosten-
günstiges Trägersubstrat und zur Integration 
weiterer elektronischer Funktionen genutzt 
wird. Derartig erschwingliche NIR-Sensoren 
sind z. B. Einzelphotonen-„Avalanche“-Dioden 
(SPAD, engl. für Single-Photon Avalanche 
Diode). 

Ein Einsatzbereich dieser SPAD ist das 
autonome Fahren, wo gerade bei schlechten 
Sichtbedingungen (bei Nacht, Schneefall oder 
Regen) der NIR Bereich zwingend erforderlich 
ist.  

 

Abbildung: Erreichbare Sensorempfindlichkeit von „Ge-
on-Si“-Dioden bei rückseitiger Beleuchtung. 

 

 
 

Ziel der Arbeit 
Im Rahmen der Qualifikationsarbeit sollen die 
Verstärkungseigenschaften der SPADs als 
Funktion der Dotierprofile untersucht werden. 
Die dafür benötigten Schichtstrukturen werden 
mit dem Verfahren der Molekularstrahlepitaxie 
abgeschieden. Die Bauelementprozessierung 
erfolgt im institutseigenen Reinraum. Sie 
erhalten während dieser Arbeit einen 
umfassenden Einblick in die gesamte 
Bauelementtechnologie und in die elektrische 
und optische Messtechnik des IHTs. 

Vorkenntnisse 
Vorkenntnisse im Bereich der Halbleitertechnik 
und Halbleitertechnologie sollten vorhanden 
sein, experimentelles Geschick ist von Vorteil. 
Organisatorisches 
Das Thema dieser Qualifikationsarbeit kann in 
Bezug auf Umfang und Grad der 
Anforderungen wahlweise zu einer Bachelor-, 
Forschungs- oder Masterarbeit ausgestaltet 
werden. 
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